
図 1 エッチング時間と各面方位のエッチング深さ
との関係 
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図 2 各面方位MgOの原子間力顕微鏡に
よる断面形状プロファイル 
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【はじめに】Si基板の異方性エッチングを利用した MEMS(Micro Electro-Mechanical System)は近
年急速に発達し、センサやアクチュエーター等への応用が盛んに行なわれている。一方、圧力、

熱、光などの様々な外場に対し巨大な物性応答を示す強相関電子系酸化物は、次世代エレクトロ

ニクスを担うキーマテリアルであり、MEMSに活用すれば更なる性能の向上が期待できるが、酸
化物基板における異方性エッチングについて、これまで報告例はない。本研究では、酸化物薄膜

の基板として広く用いられている MgO 基板の結晶異方性エッチングを試みた。MgO 基板はリン
酸や硫酸などに溶けること[1]が知られているため、Oxide-MEMS を作製する標準基板に適してい
ると考えられる。 
【実験】MgO(100), (110), (111)各基板にレジストをコーティングし、フォトリソグラフィーを用い
てリン酸エッチングするためのパターンを作製した。濃度 8.5%のリン酸を利用し、結晶方位とエ
ッチング速度の関係、及びエッチング形状の評価を行った。 
【結果】図 1にリン酸 8.5%におけるエッチング時間とエッチングされた深さの関係、及び図 2に
8 分間のエッチング時における原子間力顕微鏡による断面プロファイルを示す。これらから、エ
ッチング速度の大きい順に(110)>(100)>>(111)という結果を得た。共有結合性の Si基板では、定性
的に表面のダングリングボンド数が多い面のエッチング速度が早いが、イオン結合性結晶である

MgOのエッチング速度は、ダングリングボンド数のみでは説明がつかず、極性面の存在を考慮す
る必要があると考えられる。当日は、エッチング速度・形状の詳細な実験データ、及びその解析

結果について報告する。 
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